
પે#સવ ક'ાેન* અે,-વ ક'ાેન*

બા# પાવર 'ાેતની જ-ર પડતી નથી કાય2 કરવા માટે બા# પાવર 'ાેતની જ-ર પડે છે

6સ8લને અે;<લફાઈ કે ?ાેસેસ કરી શકતા નથી 6સ8લને અે;<લફાઈ, ABચ કે ?ાેસેસ કરી શકે છે

ઉદાહરણ: રે6ઝIર, કેપે6સટર, ઇKLર ઉદાહરણ: ટM ાNOIર, ડાયાેડ, ICs

બીP 6સ8લ Qારા કરંટ Sલાે કંટM ાેલ કરી શકતા નથી બીP 6સ8લનાે ઉપયાેગ કરીને કરંટ Sલાે કંટM ાેલ કરી શકે છે

ઊP2નાે સંVહ કે Wય કરે છે ઊP2 ઉXY કરે છે અથવા ગેઈન ?દાન કરે છે

?કાશ LDR રે6ઝIZમાં ફેરફાર

./ન 1(અ) [3 ગુણ]  
અે,-વ અને પે#સવ ક'ાેન* વ3ેનાે તફાવત અાપાે.

જવાબ:

મેમરી ટ< ીક: "PAPER-A" - Passive Are Power-free, Energy-storing/Resistive; Active Are Amplifying

./ન 1(બ) [4 ગુણ]  
અાકૃ>ત સ?હત Light dependent resistor ની કામગીરી સમAવાે.

જવાબ:

 

LDR ની કાયCપD>ત:

રચના: LDR અંધારામાં ઉ\ રે6ઝIZ ધરાવતા સે]મકKLર મટે^રયલ (સામા_ રીતે કેડ]મયમ સ`ાઇડ) થી બનેલું હાેય છે

ફાેટાેકF,->વટી: bારે સપાટી પર ?કાશ પડે છે, cારે ફાેટાેન ઇલેLMાેZને ઊP2 અાપ ેછે, જનેાથી dી ઇલેLMાેન-હાેલ Pેડી બને છે

રેGઝIJમાં ફેરફાર: ?કાશની તીeતા વધતા ંરે6ઝIZ નાટકીય રીતે ઘટે છે - અંધારામાં મેગાઅાેgથી ?કાશમાં ફh થાેડાસાે અાેg 
સુધી

ઉપયાેગાે: લાઇટ સેiZj ગ સ^કk ટ, અાેટાેમે^ટક IMીટ લાઇટ્સ, કેમેરા અેmપાેઝર કંટM ાેલમા ંવપરાય છે

મેમરી ટ< ીક: "MILD" - More Illumination, Less resistance in Devices

./ન 1(ક) [7 ગુણ]  
Intrinsic અન ેExtrinsic સે>મકF-ર MાNાOયત કરા.ે P અને N .કારના સેમીકF-રન ેસ>વPતર સમAવા.ે

જવાબ:
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સે>મકF-ર .કાર વણCન

Intrinsic શુn સે]મકKLર મટે^રયલ જમેાં કાેઈ અશુonઅા ેઉમેરવામા ંઅાવતી નથી

Extrinsic ડાે]પj ગ Qારા ^નયંpqત અશુonઅા ેઉમેરાયેલા સે]મકKLર

P-.કારના સે>મકF-ર:

ડાેRપS ગ: શુn 6સ<લકાેનમા ંpq-સંયાેr અશુonઅાે (બાેરાેન, ગે<લયમ, ઇsKયમ) ઉમેરીને બનાવવામાં અાવે છે

હાેલ ?Uઅેશન: દરેક અશુon અણુ વેલેZ ઇલેLMાેન Bીકારીને અેક હાેલ બનાવે છે

મેAે?રટી કે?રયસC: હાેલ મેPે^રટી કે^રયર છે

માઈનાે?રટી કે?રયસC: ઇલેLMાેZ માઈનાે^રટી કે^રયર છે

ઇલે,-<કલ .ાેપટYઝ: પાે6ઝ^ટવ ચાજ2 કે^રયસ2 કKtનમાં મુu ભાગ ભજવ ેછે

N-.કારના સે>મકF-ર:

ડાેRપS ગ: શુn 6સ<લકાેનમા ંપંચ-સંયાેr અશુonઅાે (ફાેwરસ, અાસx^નક, અેyzમની) ઉમેરીને બનાવવામા ંઅાવે છે

ઇલે-<ાેન ?Uઅેશન: દરેક અશુon અણુ અેક વધારાનાે ઇલેLMાેન અાપે છે

મેAે?રટી કે?રયસC: ઇલેLMાેન મેPે^રટી કે^રયર છે

માઈનાે?રટી કે?રયસC: હાેલ માઈનાે^રટી કે^રયર છે

ઇલે,-<કલ .ાેપટYઝ: નેગે^ટવ ચાજ2 કે^રયસ2 કKtનમાં મુu ભાગ ભજવે છે

અાકૃ>ત:

મેમરી ટ< ીક: "PINE" - Positive Impurities make N-type Electrons, Pentavalent donors

./ન 1(ક) OR [7 ગુણ]  
?ફZર સ?ક[ ટ અેટલે શું? તેના .કાર અને જ\?રયાત જણાવાે અને "પાઇ" ?ફZર સ?ક[ ટન ેટંૂકમાં સમAવાે.

જવાબ:

?ફZર સ?ક[ ટ: ઇલેLMાે^નક સ^કk ટ જ ે6સ8લમાંથી અવાં{છત ^d|Zી ક;ાેનz્સને દૂર કરે છે, અને ઇ~�ત ^d|Zીને પસાર થવા દે છે.

+----------------+   +----------------+
| N-type         |   | P-type         |
|                |   |                |
| Si Si Si Si Si |   | Si Si Si Si Si |
|                |   |                |
| Si Si P  Si Si |   | Si Si B  Si Si |
|      |         |   |      |         |
| Si Si|Si Si Si |   | Si Si|Si Si Si |
|      v         |   |      v         |
| Si Si e- Si Si |   | Si Si h+ Si Si |
|                |   |                |
| Si Si Si Si Si |   | Si Si Si Si Si |
+----------------+   +----------------+
  Extra electron       Extra hole

ફંડામે'( ઓફ ઇલે,-ો/ન1 (4311102) - 2વ'ર 2024 સો67શન by Milav Dabgar

No. 2 / 22



?ફZરનાે .કાર ક'ાેન*્સ ઉપયાેગ

શz કેપે6સટર પેરેલલમાં અેક કેપે6સટર બે6ઝક ^ફ�^રjગ

L-ટાઇપ ઇKLર અને કેપે6સટર બેટર ^ફ�^રjગ

π (પાઇ) ^ફ�ર બે કેપે6સટર અને અેક ઇKLર સુ]પ^રયર ^ફ�^રjગ

RC ^ફ�ર રે6ઝIર અને કેપે6સટર લાે-પાવર અેi�કેશન

ઇનપુટ કેપે6સટર C1 ઇKLર L કેપે6સટર C2 અાઉટપુટ

?ફZરની જ\?રયાત:

?રપલ ઘટાડવા: રે�Lફાયર અાઉટપુટમાંથી AC ^રપલ ઘટાડે છે

`aન DC: વધુ સારી રીતે �ૂધ DC અાઉટપુટ વાે�ેજ ?દાન કરે છે

ક'ાેન* સુરbા: ડાઉનIMીમ ક;ાેનz્સને વાે�ેજ Sલ��ુઅેશનથી બચાવે છે

કાયCbમતા: સમV પાવર સ�ાયની કાય2�મતા સુધારે છે

?ફZરના .કાર:

પાઇ (π) ?ફZર:

 

કાયCપD>ત: ?થમ કેપે6સટર (C1) ?ારંsભક ^રપલ ઘટાડે છે, ઇKLર (L) AC ક;ાેનzને અવરાેધ ેછે, બીPે કેપે6સટર (C2) બાકીના 
^રપ�ને ^ફ�ર કરે છે

ફાયદાે: સાધારણ રીતે 0.5% થી નીચેના ^રપલ ફેLર સાથે સુ]પ^રયર ^ફ�^રjગ ?દાન કરે છે

ઉપયાેગાે: હાઇ-કરંટ પાવર સ�ાયમા ંવપરાય છે bાં ��ન DC જ-રી હાેય

મેમરી ટ< ીક: "PIRO" - Pi filters Input Ripples Out effectively

./ન 2(અ) [3 ગુણ]  
>વ>વધ .કારના કેપે#સટર લખાે અને કાેઈ પણ બે સમAવાે.

જવાબ:

કેપે#સટરના .કાર:

6સરા]મક કેપે6સટર

ઇલેLMાે<લ^ટક કેપે6સટર

ટેzાલમ કેપે6સટર

^ફ� કેપે6સટર

માઇકા કેપે6સટર

વે^રઅેબલ કેપે6સટર

#સરા>મક કેપે#સટર:
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રચના: ધાતુની �ેટાે વ\ે ડાઇઇલે�LMક તરીકે 6સરા]મક મટે^રયલથી બનેલા

કેપે#સટી: 1pF થી 1μF

ફાયદા: અાેછી ^કj મત, ઉ\ N�રતા, નાેન-પાેલરાઈઝ્ડ

ઉપયાેગાે: હાઇ-^d|Zી ^ફ�^રjગ

ઇલે-<ાેfલ?ટક કેપે#સટર:

રચના: અે�ુ]મ^નયમ ફાેઇલ સાથે ડાઇઇલે�LMક તરીકે અાેmાઇડ લેયર

કેપે#સટી: 1μF થી 10,000μF

લાbgણકતાઅાે: પાેલરાઈઝ્ડ, ઉ\ લીકેજ કરંટ

ઉપયાેગાે: પાવર સ�ાય ^ફ�^રjગ, અાે^ડયાે કપ<લj ગ

મેમરી ટ< ીક: "CAPEX" - Ceramics Are Precise, Electrolytics Expand capacity

./ન 2(બ) [4 ગુણ]  
અેર કાેર અને ટાેરાેઇડલ ઇF-ર સમAવાે.

જવાબ:

અેર કાેર ઇF-ર:

રચના: નાેન-મે8ે^ટક મટે^રયલ (�ા�Iક, અેર) પર વાયર કાેઇલ કરીન ેબનાવવામાં અાવે છે

ગુણધમાh: અાેછી ઇKLZ, મે8ે^ટક કાેર સે�ુરેશન નથી

ઉપયાેગાે: હાઇ-^d|Zી સ^કk ટ, RF અેi�કેશન

ફાયદા: કાેર લાેસેસ નથી, <લ^નયર અાેપરેશન, સે�ુરેશન નથી

ટાેરાેઇડલ ઇF-ર:

   +----------+
   |    Air   |
   |          |
 +-|----------|--+

 | |          |  |
 | |          |  |
 | |          |  |
 | |          |  |
 | |          |  |
 +-|----------|--+

   |          |
   +----------+
   Wire windings

      +-------+
     /         \
    /           \
   /     Air     \
  |       +       |
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AC 
ઇનપુટ

ટM ાZફાેમ2ર ડાયાેડ

લાેડ

VાઉK

રચના: ^રjગ-અાકારના મે8ે^ટક કાેર પર વાયર વ�ટાળીને બનાવવામાં અાવ ેછે

ગુણધમાh: ઉ\ ઇKLZ, સે`-શી��j ગ મે8ે^ટક ^ફ�

ઉપયાેગાે: પાવર સ�ાય, ^ફ�ર, ટM ાZફાેમ2ર

ફાયદા: અાેછી ઇલેLMાેમે8ે^ટક ઇzરફેરZ, કાય2�મ Sલm કzેઇનમેz

મેમરી ટ< ીક: "TACO" - Toroids Are Contained, Omnidirectional field reduction

./ન 2(ક) [7 ગુણ]  
હાફ વેવ રે,-ફાયર સમAવા ેઅને જુદા જુદા રે,-ફાયર સરખાવા.ે

જવાબ:

હાફ વેવ રે,-ફાયર:

 

કાયC#સDાંત:

પાે6ઝ^ટવ હાફ-સાયકલ દર]મયાન: ડાયાેડ કKL કરે છે, કરંટ લાેડ Qારા વહે છે

નેગે^ટવ હાફ-સાયકલ દર]મયાન: ડાયાેડ �લાેક કરે છે, કરંટ વહેતા ેનથી

અાઉટપુટમાં ફh ઇનપુટ વેવફાેમ2ના પાે6ઝ^ટવ હાફ-સાયકલ હાેય છે

રે,-ફાયરની સરખામણી:

  |      / \      |
  |     /   \     |
  |    +-----+    |
   \   |     |   /
    \  |     |  /
     \ |     | /
      ++-----++
     Wire windings
      around core
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પેરામીટર હાફ વેવ ફુલ વેવ (સે*ર-ટેપ) ijજ રે,-ફાયર

જ-રી ડાયાેડ 1 2 4

અાઉટપુટ ^d|Zી f₁ = fin f₂ = 2×fin f₂ = 2×fin

^રપલ ફેLર 1.21 0.48 0.48

કાય2�મતા 40.6% 81.2% 81.2%

PIV 2Vm 2Vm Vm

TUF 0.287 0.693 0.812

DC અાઉટપુટ Vm/π 2Vm/π 2Vm/π

મેમરી ટ< ીક: "BRIEF" - Bridge Rectifiers Improve Efficiency Fundamentally

./ન 2(અ) OR [3 ગુણ]  
>વ>વધ કેપે#સટર klીકરણાે લખાે અને કાેઈ પણ બે >વગતવાર સમAવાે.

જવાબ:

કેપે#સટર klીકરણા:ે

કેપે6સટZ વે�ુ

વાે�ેજ રે^ટjગ

ટાેલરZ

તાપમાન ગુણાંક

ESR (ઇN|વેલz 6સરીઝ રે6ઝIZ)

લીકેજ કરંટ

ડાઇઇલે�LMક ?કાર

કેપે#સટJ વેmુ:

MાNા: દર વાે�ે સંV^હત ઇલે�LMક ચાજ2ની માqા

અેકમાે: ફેરડ (F)માં માપવામાં અાવે છે, સામા_ રીતે માઇ�ાેફેરડ (μF), નેનાેફેરડ (nF), અથવા ]પકાેફેરડ (pF)

મહn: કપ<લj ગ, ^ફ�^રjગ, ટાઇ]મj ગ માટે અેi�કેશન યાે�યતા ન�ી કરે છે

મા?કo ગ: સીધી રીતે ]?z કરેલી અથવા ક;ાેનz પર કલર-કાેડેડ

વાેZેજ રે?ટS ગ:

MાNા: �ેકડાઉન વગર લાગ ુકરી શકાય તેવું મહ�મ વાે�ેજ

kે#સ?ફકેશન: વ^ક� ગ વાે�ેજ (WVDC) અને સજ2 વાે�ેજ

મહn: રે^ટjગથી વધારે જવાથી ડાઇઇલે�LMક �ેકડાઉન અને ^ન�ળતા થાય છે

સેpી ફે-ર: સામા_ રીતે સ^કk ટ વાે�ેજથી 50% વધુ રે^ટjગવાળા કેપે6સટર વાપરવા Pેઈઅે
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રેGઝIર .કાર સામqી ગુણધમાh ઉપયાેગાે

કાબCન
ક'ાેGઝશન

કાબ2ન પા^ટk ક� + 6સરે]મક
બાઇKર

ઉ\ તાપમાન ગુણાંક, નાેઈઝી સામા_ ઉપયાેગ, સજ2 ?ાેટેtન

કાબCન ?ફr 6સરે]મક પર કાબ2ન ^ફ�
કાબ2ન ક;ાે6ઝશન કરતા ંવધુ
N�રતા

સામા_ ઉપયાેગ સ^કk ટ

મેટલ ?ફr 6સરે]મક પર ^નકલ �ાે]મયમ
^ફ�

અાેછાે નાેઇઝ, N�ર, ચાે�સ અાે^ડયાે સ^કk ટ, ઇ��મેzેશન

વાયર વાઉF 6સરે]મક અાસપાસ રે6ઝIZ
વાયર

હાઈ પાવર, લાે તાપમાન ગુણાંક પાવર સ�ાય, હાઈ કરંટ અેi�કેશન

મેટલ
અાેsાઇડ

6સરે]મક પર મેટલ અાેmાઇડ
^ફ�

Iેબલ, હાઈ તાપમાન ટાેલરZ
હાઈ Iેyબ<લટી અેi�કેશન, પાવર
સ�ાય

મેમરી ટ< ીક: "CAVERN" - Capacitance And Voltage Ensure Reliable Network

./ન 2(બ) OR [4 ગુણ]  
સામqીના અાધારે રેGઝIરનું વગYકરણ સમAવાે.

જવાબ:

કાબCન ?ફr રેGઝIરની લાbgણકતાઅાે:

તાપમાન ગુણાંક: -250 થી 500 ppm/°C

ટાેલરZ: 5% થી 10%

નાેઇઝ: મ�મથી અાેછાે

મેટલ ?ફr રેGઝIરની લાbgણકતાઅાે:

તાપમાન ગુણાંક: 50 થી 100 ppm/°C

ટાેલરZ: 0.1% થી 2%

નાેઇઝ: ખૂબ જ અાેછાે

મેમરી ટ< ીક: "COMFORT" - Carbon Offers Moderate Films, Others Resist Temperature better

./ન 2(ક) OR [7 ગુણ]  
ફુલ વેવ ijજ અને સે*ર ટેt રે,-ફાયર અાકૃ>ત સાથે સમAવાે.

જવાબ:

ફુલ વેવ ijજ રે,-ફાયર:
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AC 
ઇનપુટ

ટM ાZફાેમ2ર
y�જ

રે�Lફાયર

D1

D2

D3

D4

લાેડ VાઉK

ઉપર અધાx

નીચે અધાxAC 
ઇનપુટ

સેzર-ટે�
ટM ાZફાેમ2ર

D1

D2

લાેડ

VાઉK

 

કાયCપD>ત:

પાેGઝ?ટવ હાફ-સાયકલ: D1 અન ેD3 કKL કરે છે, કરંટ લાેડ મારફતે વહે છે

નેગે?ટવ હાફ-સાયકલ: D2 અને D4 કKL કરે છે, કરંટ હજુ પણ અ ેજ ^દશામા ંલાેડ મારફતે વહે છે

અાઉટપુટ: ઇનપુટના બંને હાફ-સાયકલ પાે6ઝ^ટવ અાઉટપુટમાં -પાંત^રત થાય છે

સે*ર ટેt ફુલ વેવ રે,-ફાયર:

 

કાયCપD>ત:

પાેGઝ?ટવ હાફ-સાયકલ: D1 કKL કરે છે, D2 �લાેક કરે છે

નેગે?ટવ હાફ-સાયકલ: D2 કKL કરે છે, D1 �લાેક કરે છે

અાઉટપુટ: ઇનપુટના બંને હાફ-સાયકલ પાે6ઝ^ટવ અાઉટપુટમાં -પાંત^રત થાય છે

વેવફાેમC:
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^રવસ2 બાયસ
વાે�ેજ

^ડi�શન
લેયર pવડ્થ

જંtન
કેપે6સટZ

^d|Zી
�ુ^નj ગ

મેમરી ટ< ીક: "FOUR-TWO" - FOUr diodes for Bridge, TWO diodes for Center-Tap

./ન 3(અ) [3 ગુણ]  
વેરે-ર ડાયાેડની લાbgણકતા સમAવા.ે

જવાબ:

વેરે-ર ડાયાેડની લાbgણકતાઅા:ે

 

અાેપરે?ટS ગ #સDાંત: જંtન કેપે6સટZ ^રવસ2 બાયસ વાે�ેજ સાથ ેબદલાય છે

C-V સંબંધ: ^રવસ2 વાે�ેજ વધતા ંકેપે6સટZ ઘટે છે

vુRનS ગ રે#શયા:ે સામા_ રીતે 4:1 થી 10:1 કેપે6સટZ વે^રઅેશન

ઉપયાેગાે: વાે�ેજ-કંટM ાે� અાે6સલેટર, FM માે ુલેશન, �ુ^નj ગ સ^કk ટ

મેમરી ટ< ીક: "VARA" - Voltage Adjusts Reverse-biased capacitance Automatically

./ન 3(બ) [4 ગુણ]  
ઇલે-<ાેમેwે?ટક ઇFxનના ફેરાડેના Rનયમા ેજણાવા ેઅન ેસમAવાે.

જવાબ:

ફેરાડેના ઇલે-<ાેમેwે?ટક ઇFxનના Rનયમા:ે

.થમ Rનયમ:

Iેટમે*: bારે પણ કKLર મે8ે^ટક Sલmન ેકાપે છે, cારે કKLરમાં EMF ઇ¡ ુસ થાય છે

ગgણતીય અiભM`z: EMF ∝ મે8ે^ટક Sલmના પ^રવત2નનાે દર

ઉપયાેગ: જનરેટર, ટM ાZફાેમ2ર, ઇKLરનાે અાધાર

બીAે Rનયમ:

Iેટમે*: ઇ¡ ુ¢ EMFનું પ^રમાણ મે8ે^ટક Sલm <લj કેજના પ^રવત2નના દર સાથે સમાન છે

Input:  ∿∿∿∿∿∿∿∿∿∿∿∿∿∿∿

         |
         v
Bridge: ∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
Rectifier

         |
         v
Output: ∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
(with filter)
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પેરામીટર કાેમન ઇ>મટર (CE) કાેમન બેઝ (CB) કાેમન કલે-ર (CC)

ઇનપુટ ટ>મ[ નલ બેઝ ઇ]મટર બેઝ

અાઉટપુટ ટ>મ[ નલ કલેLર કલેLર ઇ]મટર

કાેમન ટ>મ[ નલ ઇ]મટર બેઝ કલેLર

કરંટ ગેઇન (α, β, γ) β = IC/IB (20-500) α = IC/IE (0.95-0.99) γ = IE/IB (β+1)

વાેZેજ ગેઇન હાઈ (250-1000) મ�મ (150-800) 1 થી અાેછંુ

ઇનપુટ ઇ{'ડJ મ�મ (1-2kΩ) લાે (30-150Ω) હાઈ (50-500kΩ)

અાઉટપુટ ઇ{'ડJ હાઈ (30-50kΩ) વેરી હાઈ (250kΩ-1MΩ) લાે (50-100Ω)

ફેઝ #શp 180° 0° 0°

ઉપયાેગાે અે;<લફાયર, અાે6સલેટર RF અે;<લફાયર, હાઈ-^d|Zી સ^કk ટ ઇ�;ડZ મેoચj ગ, બફર

ગgણતીય અiભM`z: EMF = -N × (dΦ/dt)

bાં: N = લપેટાઅાેની સંuા, dΦ/dt = Sલmના પ^રવત2નનાે દર

નેગે?ટવ |ચહ્ન: ^દશા દશા2વે છે (લેOનાે ^નયમ) - ઇ¡ ુ¢ કરંટ પ^રવત2નનાે pવરાેધ કરે છે

અાકૃ>ત:

મેમરી ટ< ીક: "FACE" - Flux Alteration Creates Electricity

./ન 3(ક) [7 ગુણ]  
>વ>વધ ટ< ા}~Iર \પરેખાંકનાેની તુલના કરા.ે

જવાબ:

α, β અન ેγ વ3ેનાે સંબંધ:

β = α/(1-α)

    N     S       
    |     |       
    v     v       
  +---+ +---+     
  |   | |   |     
  |   | |   |     
  +---+ +---+     
    ^     ^       
    |     |       
    |     |       
  +----------+    
  |   Coil   |-----> Induced EMF
  +----------+    
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α = β/(1+β)

γ = β+1

મેમરી ટ< ીક: "BEC" - Base input for Emitter output needs Collector as common terminal

./ન 3(અ) OR [3 ગુણ]  
ફાેરiબડન અેન�C  ગેપ શું છે? અવાહક, વાહક અને સેમીકF-ર માટે અેન�C  બેF ડાયાqામ દાેરાે.

જવાબ:

ફાેરiબડન અેન�C  ગેપ: ઘન પદાથ2માં અેનr2 ની £ેણી bાં કાેઈ ઇલેLMાેન Iેટ અિ¥ત¦મા ંનથી, વેલેZ બેKને કKtન બેKથી અલગ કરે છે.

અેન�C  બેF ડાયાqામ:

અવાહક (ઇJુલેટર): માેટાે ફાેરyબડન ગેપ (>5eV) ઇલેLMાેZન ેકKtન બેK સુધી પહા§ચતા અટકાવે છે

વાહક (કF-ર): અાેવરલે]પj ગ બેK મુh ઇલેLMાેન મૂવમેzની મંજૂરી અાપે છે

સે>મકF-ર: નાનાે ગેપ (~1eV) થાેડા ઇલેLMાેZન ે-મ ટે;રેચર પર અથવા ઉ�ેoજત થયા પછી �ાેસ કરવાની મંજૂરી અાપ ેછે

મેમરી ટ< ીક: "IBCS" - Insulators Block, Conductors Share, Semiconductors have gap Between

./ન 3(બ) OR [4 ગુણ]  
ઝેનર વાેZેજ રે�યુલેટર સ?ક[ ટની કામગીરીનુ ંવણCન કરાે.

જવાબ:

+---------------+  +---------------+  +---------------+

|///////////////|  |///////////////|  |///////////////|

|/// Conduction |  |/// Conduction |  |/// Conduction |

|///////////////|  |///////////////|  |///////////////|

+---------------+  +---------------+  +---------------+

|               |  |///////////////|  |      |        |
|               |  |///////////////|  |      | Small  |
| Large         |  | Overlap       |  |      | Gap    |
| Forbidden     |  |///////////////|  |      |        |
| Gap (>5eV)    |  |///////////////|  |      | (~1eV) |
|               |  |///////////////|  |      |        |
+---------------+  +---------------+  +---------------+

|///////////////|  |///////////////|  |///////////////|

|/// Valence    |  |/// Valence    |  |/// Valence    |
|///////////////|  |///////////////|  |///////////////|

+---------------+  +---------------+  +---------------+

    Insulator          Conductor        Semiconductor
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અનરે�યુલેટેડ
DC ઇનપુટ

6સરીઝ
રે6ઝIર

લાેડ

ઝેનર
ડાયાેડ

VાઉK

 

કાયC#સDાંત:

સામા� અાેપરેશન: ઝેનર ડાયાેડ ^રવસ2 બાય¢ છે અને bારે વાે�ેજ �ેકડાઉન વાે�ેજ સુધી પહા§ચે cારે કKL કરે છે

વાેZેજ રે�યુલેશન: bારે ઇનપુટ વાે�ેજ વધે છે, cારે ઝેનર ડાયાેડ મારફતે વધુ કરંટ વહે છે, જનેાથી તેના પર N�ર વાે�ેજ જળવાઈ રહે 
છે

લાેડ વે?રઅેશન: bારે લાેડ વધુ કરંટ લે છે, cારે ઝેનર મારફતે અાેછાે કરંટ વહે છે, જનેાથી વાે�ેજ N�ર રહે છે

#સરીઝ રેGઝIર: કરંટન ેમયા2^દત કરે છે અને વધારાના વાે�ેજને ડM ાેપ કરે છે

સ?ક[ ટ iબહે>વયર:

Vout = Vz (ઝેનર �ેકડાઉન વાે�ેજ)

Iz = (Vin - Vz)/R - IL

મેમરી ટ< ીક: "SERZ" - Series resistor Enables Regulation with Zener

./ન 3(ક) OR [7 ગુણ]  
P-N જંxન ડાયાેડની V-I લાbgણકતા સમAવા ેઅને P-N જંxન ડાયાેડ અન ેઝેનર ડાયાેડ વ3ે સરખામણી અાપાે.

જવાબ:

P-N જંxન ડાયાેડની V-I લાbgણકતા:

                 I
                 ^
                 |              /
                 |             /
                 |            /
                 |           /
Forward current  |          /
                 |         /
                 |        /
                 |       /
                 |  Knee/
                 |     /
        -V <-----|----+---> +V
                 |   /|
                 |    |
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પેરામીટર P-N જંxન ડાયાેડ ઝેનર ડાયાેડ

#સ�ાેલ ▷|— ▷|—◁

ફાેરવડC  અાેપરેશન સરળતાથી કKL કરે છે સામા_ ડાયાેડ જવેું જ

?રવસC jેકડાઉન ઉ\ વાે�ેજ પર, નુકસાન કરે છે ^નયંpqત, નાેન-^ડIM�Lવ

ડાેRપS ગ લેવલ મ�મ ભારે ડાે]પj ગ

અાેપરે?ટS ગ રીજન ફાેરવડ2  બાય¢ ^રવસ2 બાય¢ (�ેકડાઉન રીજન)

ઉપયાેગાે રે�L^ફકેશન, ABoચj ગ વાે�ેજ રે�યુલેશન, રેફરZ

jેકડાઉન મેકેRનઝમ અેવલા¡ચ ઝેનર ઇફેL અને અેવલા¡ચ

તાપમાન ગુણાંક નેગે^ટવ પાે6ઝ^ટવ અથવા નેગે^ટવ હાેઈ શકે છે

?કાશ P-N જંtન
ઇલેLMાેન-
હાેલ

Pેડીઅાે

ફાેટાેકરંટ

મુN પાેઇ*્સ:

ફાેરવડC  બાયસ: ની વાે�ેજ (~0.7V 6સ<લકાેન માટે) પછી સરળતાથી કKL કરે છે

?રવસC બાયસ: �ેકડાઉન વાે�ેજ સુધી ખૂબ જ અાેછાે લીકેજ કરંટ

jેકડાઉન રીજન: ઉ\ ^રવસ2 વાે�ેજ પર થાય છે, સામા_ ડાયાેડમાં નુકસાન કરે છે

P-N જંxન ડાયાેડ અને ઝેનર ડાયાેડ વ3ેની સરખામણી:

મેમરી ટ< ીક: "FORD" - Forward Operation for Rectifiers, Diodes; reverse operation for Zeners

./ન 4(અ) [3 ગુણ]  
ફાેટાે ડાયાેડના કાયC #સDાંતનુ ંવણCન કરાે.

જવાબ:

ફાેટાેડાયાેડના કાયC#સDાંત:

 

રચના: પારદશ2ક pવKાે અથવા લેZ સાથેનાે P-N જંtન ડાયાેડ

અાેપરેશન: ?કાશ ^ડટેtન માટે ^રવસ2 બાય¢ અાેપરેશન

                 |    |
Reverse current  |    |
                 |    |    Breakdown
                 |    |       |
                 |    |       v
                 |    |       ⌄_____
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ફાેટાેન અે�ાેપCશન: અાવતા ફાેટાેZ ^ડi�શન રીજનમાં ઇલેLMાેન-હાેલ Pેડીઅાે બનાવે છે

કરંટ જનરેશન: ઇલે�LMક ^ફ� કે^રયસ2ન ેતેમના સંબં{ધત ટ]મk નલ તરફ માેકલે છે, જનેાથી ફાેટાેકરંટ બને છે

લાઇટ સે�J?ટ>વટી: કરંટ ?કાશની તીeતાના ?માણમાં હાેય છે

મેમરી ટ< ીક: "LIGER" - Light Induces Generation of Electrons in Reverse-bias

./ન 4(બ) [4 ગુણ]  
શાેટકી બે?રયર ડાયાેડની લાbgણકતા સમAવાે.

જવાબ:

શાેટકી બે?રયર ડાયાેડની લાbgણકતાઅાે:

અાેછાે ફાેરવડC  વાેZેજ ડ< ાેપ: 6સ<લકાેન PN જંtનના 0.7V ની તુલનામાં 0.2-0.3V

ફાI ��|ચS ગ: કાેઈ માઈનાે^રટી કે^રયર Iાેરેજ નહ�, ]મ^નમલ ^રવસ2 ^રકવરી ટાઇમ

રચના: P-N જંtનને બદલે મેટલ-સે]મકKLર જંtન

કાેઈ ?રવસC ?રકવરી ટાઇમ નહ�: મેPે^રટી કે^રયર ^ડવાઇસ (કાેઈ Iાેડ2  ચાજ2 નહ�)

ઉપયાેગાે: હાઈ-^d|Zી અેi�કેશન, પાવર સ�ાયમાં રે�Lફાયર

મેમરી ટ< ીક: "FAST" - Forward voltage low, Allows Switching Timely

./ન 4(ક) [7 ગુણ]  
PNP અને NPN ટ< ા}~Iરના કાયC #સDાંતન ેસમAવાે.

જવાબ:

NPN ટ< ા}~Iરની I<�ર અને કાયCપD>ત:

                 I
                 ^
                 |              /
                 |             / Schottky
                 |            /
                 |           /   PN Junction
Forward current  |          / ,/
                 |         / /
                 |        / /
                 |       / /
                 |      / /
                 |     //
        -V <-----|----|---> +V
                 |    |
                 |    |
                 |    |
Reverse current  |    |
                 |    |
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બાય#સS ગ: ઇ]મટર-બેઝ જંtન ફાેરવડ2  બાય¢, કલેLર-બેઝ જંtન ^રવસ2 બાય¢

કરંટ �લા:ે ઇલેLMાેZ પાતળા બેઝ રીજન મારફતે ઇ]મટરથી કલેLર તરફ

અે'fલ?ફકેશન #સDાંત: નાનાે બેઝ કરંટ માેટા કલેLર કરંટને ^નયંpqત કરે છે

કરંટ સંબંધ: IE = IB + IC

મેAે?રટી કે?રયસC: ઇલેLMાેZ

PNP ટ< ા}~Iરની I<�ર અને કાયCપD>ત:

બાય#સS ગ: ઇ]મટર-બેઝ જંtન ફાેરવડ2  બાય¢, કલેLર-બેઝ જંtન ^રવસ2 બાય¢

કરંટ �લા:ે હાે� પાતળા બેઝ રીજન મારફતે ઇ]મટરથી કલેLર તરફ

અે'fલ?ફકેશન #સDાંત: નાનાે બેઝ કરંટ માેટા કલેLર કરંટને ^નયંpqત કરે છે

કરંટ સંબંધ: IE = IB + IC

મેAે?રટી કે?રયસC: હાે�

કરંટ ?દશા: NPN કરતાં pવપરીત (ક¡વે¨નલ કરંટ ઇ]મટરથી કલેLર તરફ)

મેમરી ટ< ીક: "NPNP" - Negative carriers in NPN, Positive carriers in PNP

./ન 4(અ) OR [3 ગુણ]  
LED ના કાયC #સDાંતનુ ંવણCન કરાે.

જવાબ:

    +-------+     +-------+     +-------+
    |       |     |       |     |       |
    |   N   |     |   P   |     |   N   |
    |       |     |       |     |       |
    +-------+     +-------+     +-------+
    Emitter        Base        Collector
        |            |            |
        |            |            |
        v            v            v
    Electron      Hole        Electron
     source    controller     collector

    +-------+     +-------+     +-------+
    |       |     |       |     |       |
    |   P   |     |   N   |     |   P   |
    |       |     |       |     |       |
    +-------+     +-------+     +-------+
    Emitter        Base        Collector
        |            |            |
        |            |            |
        v            v            v
     Hole         Electron        Hole
     source     controller     collector
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ફાેરવડ2  
બાયસ

ઇલેLMાેન-
હાેલ

^રકાે©ªનેશન

ફાેટાેન તરીકે
ઊP2 મુh થાય

?કાશ ઉ«જ2ન

LED (લાઇટ ઇ>મ?ટS ગ ડાયાેડ)ના કાયC#સDાંત:

 

રચના: ડાયરેL બેKગેપ સે]મકKLર મટે^રયલથી બનેલા P-N જંtન

ફાેરવડC  બાય#સS ગ: n-રીજનમાંથી ઇલેLMાેZ અને p-રીજનમાંથી હાે� જંtન પર ^રકાેªાઇન થાય છે

?રકાે��નેશન: ઇલેLMાેન કKtન બેKમાંથી વેલેZ બેKમાં પડે છે

ઊAC ઉ�જCન: ^રકાે©ªનેશન દર]મયાન છૂટી પડેલી ઊP2 ફાેટાેZ (?કાશ) ઉ«oજkત કરે છે

કલર ?ડટર>મનેશન: બેKગેપ ઊP2 ઉ«oજkત ?કાશની તરંગલંબાઈ (રંગ) ન�ી કરે છે

મેમરી ટ< ીક: "REBEL" - Recombination of Electrons and holes By Energetic Light emission

./ન 4(બ) OR [4 ગુણ]  
કટ અાેફ અને સે�ુરેશન રી�યનમાં ટ< ા}~Iરનુ ં��ચ તરીકે અે��કેશન કાયC સમAવાે.

જવાબ:

ટ< ા}~Iર અેઝ અ ��ચ:

કટ-અાેફ રીજન (��ચ OFF):

બેઝ વાેZેજ: 0.7V (6સ<લકાેન માટે) થી નીચે

બેઝ કરંટ: લગભગ શૂ_

કલે-ર કરંટ: લગભગ શૂ_

કલે-ર-ઇ>મટર વાેZેજ: સ�ાય વાે�ેજના બરાબર

        Input                        Output
          |                            |
          |                            |
          v                            v
    +----------+                 +----------+
    |    R1    |                 |    RC    |
    +----------+                 +----------+
          |                            |
          |                            |
          |     +---------------+      |
          +---->|     B     C   |------+
                |       |       |
                |       |       |
                |     E         |
                +---------------+
                     |
                     |
                 Ground
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ઇનપુટ 6સ8લ

બેઝ

અાઉટપુટ 
6સ8લ

કલેLર

VાઉK

ઇ]મટર

ઉપયાેગાે: લાેoજક ગેટ્સ, ^ડoજટલ સ^કk ટ, ^રલે ડM ાઇવર

સે�ુરેશન રીજન (��ચ ON):

બેઝ વાેZેજ: 0.7V કરતાં ઘણું ઊચંું

બેઝ કરંટ: લઘુ�મ VCE સુ^નo¬ત કરવા માટે પયા2­

કલે-ર કરંટ: મહ�મ (કલેLર રે6ઝIર Qારા મયા2^દત)

કલે-ર-ઇ>મટર વાેZેજ: ખૂબ જ અાેછંુ (0.2V - 0.3V)

ઉપયાેગાે: ^ડoજટલ Bીચ, માેટર ડM ાઇવર, LED ડM ાઇવર

મેમરી ટ< ીક: "COSI" - Cutoff Opens Switch, Input saturates to close

./ન 4(ક) OR [7 ગુણ]  
C-E ટ< ા}~Iર અેિ��ફાયર રચના ટંૂકમા ંસમAવા.ે ટ< ા}~Iર અે��ીફાયર માટે α અન ેβ વ3ેનાે સંબંધ મેળવાે.

જવાબ:

કાેમન ઇ>મટર કાે|�ગરેશન:

 

કાેમન ઇ>મટર કાે|�ગરેશનની લાbgણકતાઅાે:

ઇનપુટ ટ>મ[ નલ: બેઝ

અાઉટપુટ ટ>મ[ નલ: કલેLર

કાેમન ટ>મ[ નલ: ઇ]મટર (VાઉKેડ)

કરંટ ગેઇન (β): હાઈ (20-500)

વાેZેજ ગેઇન: હાઈ (250-1000)

ઇનપુટ ઇ{'ડJ: મ�મ (1-2kΩ)

અાઉટપુટ ઇ{'ડJ: હાઈ (30-50kΩ)

ફેઝ #શp: 180° (અાઉટપુટ ઇનપુટથી ઇ¡વટxડ)

α અને β વ3ેનાે સંબંધ:

Wાuા ?માણે:

α = IC/IE (કાેમન બેઝ કરંટ ગેઇન)

β = IC/IB (કાેમન ઇ]મટર કરંટ ગેઇન)
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Rનકાલ પD>ત વણCન

?રસાય`aS ગ મૂ�વાન સામVી જમે કે ધાતુઅાે, �ા�Iકને પુન:ઉપયાેગ માટે અલગ કરવી

લેF?ફfલS ગ ^નયુh લેK^ફ�માં ^નકાલ (ભલામણ કરાતી નથી)

ઇ�Jનરેશન ઉ\ તાપમાને કચરાનું દહન (ઝેરી ઉ«જ2ન બનાવે છે)

?રયુઝ/?રફiબ[ શમે* pવ¥તા^રત ઉપયાેગ માટે ^રપે^રjગ અને અપVે^ડjગ

ઇsટેFેડ .ાે�ુસર ?રkાે�Jiબfલટી ઉXાદકાે પાછા લે અને ^નકાલ સંભાળે છે

^કરચાેફના કરંટ લાૅ પરથી:

IE = IB + IC

બંને બાજુને IE વડે ભાગીઅે:

1 = IB/IE + IC/IE

1 = IB/IE + α

તેથી:

IB/IE = 1 - α

હવે, β = IC/IB = (IC/IE)/(IB/IE) = α/(1-α)

અને તેથી ઉલટંુ:

α = β/(1+β)

મેમરી ટ< ીક: "BEAR" - Beta Equals Alpha divided by (1-alpha) Relation

./ન 5(અ) [3 ગુણ]  
ઇ-વેIનાે અથC શું છે? ઇ-કચરાના Rનકાલની >વ>વધ પD>તઅા ેશુ ંછે?

જવાબ:

ઇ-વેI (ઇલે-<ાેRનક વેI): cPયેલા ઇલેLMાે^નક ^ડવાઇસ અને ક;ાેનz્સ જ ેતેમના rવનકાળનાં અંત ેપહા§�ા છે અથવા હવે ઉપયાેગી નથી.

ઇ-વેI Rનકાલની પD>તઅા:ે

મેમરી ટ< ીક: "RIPER" - Recycling Is Preferable to Environmentally-harmful Remedies

./ન 5(બ) [4 ગુણ]  
ઉદાહરણાે સાથે ઈલે-<ાેRનક કચરાનુ ંસંચાલન કરવાની પD>તઅાે સમAવાે.

જવાબ:

ઇલે-<ાેRનક વેI હેFfલS ગની પD>તઅા:ે
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ઇ-વેI
કલેtન

સાે^ટ�ગ ^ડસમેz<લj ગ

મટે^રયલ
^રકવરી

સેફ
^ડ¯ાેઝલ

 

કલેxન અને સે|qગેશન:

ઉદાહરણ: Pહેર �ળાેઅે સમ]પk ત ઇ-વેI yબZ, ઇ-વેI કલેtન ડM ાઇ°સ

લાભ: સામા_ કચરા સાથે ]મ£ણ અટકાવ ેછે, યાે�ય ?ાેસે6સj ગ સ�મ કરે છે

?ડસમે*fલS ગ અને ?રસાેસC ?રકવરી:

ઉદાહરણ: સ^કk ટ બાેડ2  અને કનેLસ2માંથી સાેનું, ચાંદી, કાેપર ^રકવર કરવા

લાભ: મૂ�વાન ધાતુઅાે પુન:?ા­ કરે છે, માઇ^નj ગની માંગ ઘટાડે છે

?રફiબ[ શમે* અને ?રયુઝ:

ઉદાહરણ: શૈ��ણક સં�ાઅાે માટે જૂના ક²³ુટસ2ની મરામત

લાભ: ?ાેડL લાઇફસાયકલ pવ¥તૃત કરે છે, કચરા ઉXાદન ઘટાડે છે

હાRનકારક ક'ાેન*્સના ેયાે�ય Rનકાલ:

ઉદાહરણ: મµુ2રી-ધરાવતા ક;ાેનz્સ માટે ¯ે6શયલાઇઝ્ડ ટM ીટમેz

લાભ: ઝેરી પદાથાxને પયા2વરણમા ં?વેશતા અટકાવે છે

મેમરી ટ< ીક: "CREED" - Collect, Recover, Extract, Extend, Dispose safely

./ન 5(ક) [7 ગુણ]  
?રપલ ફે-ર શું છે? રે,-ફાયર માટે ?રપલ ફે-રનુ ંસમીકરણ મેળવા.ે

જવાબ:

?રપલ ફે-ર: રે�Lફાયરની ^ફ�^રjગની અસરકારકતાનું માપ - અાઉટપુટમાં AC ક;ાેનz (^રપલ)નાે DC ક;ાેનz સાથેનાે ગુણાે�ર.

MાNા:

^રપલ ફેLર (γ) = AC ક;ાેનzની RMS વે�ુ / DC વે�ુ

અાેછાે ^રપલ ફેLર વધુ સારા ^ફ�^રjગના ેસંકેત અાપે છે

હાફ વેવ રે,-ફાયર માટે ડે?રવેશન:

ચાલાે ધારીઅે કે સાઇ_ુસાેઇડલ ઇનપુટ: v = Vmsinωt

હાફ વેવ રે�Lફાયર માટે:

અાઉટપુટ v = Vmsinωt bારે 0 ≤ ωt ≤ π

અાઉટપુટ v = 0 bારે π ≤ ωt ≤ 2π

Iેપ 1: DC ક;ાેનz (અેવરેજ વે�ુ) શાેધાે

VDC = (1/2π) ∫02π v(ωt) d(ωt)
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ઝેરી પદાથC ઇલે-<ાેRનsમાં �ાેત અારાે�ય/પયાCવરણીય અસર

લેડ (Pb) સાે�ર, CRT માે^નટર, બેટરીઅાે _ુરાેલાેrકલ નુકસાન, pવકાસા¶ક સમ·ાઅાે

મ�ુCરી (Hg) ABચ, બેકલાઇટ્સ, બેટરીઅાે _ુરાેલાેrકલ અને ^કડનીન ેનુકસાન

કેડ>મયમ (Cd) ^રચાજxબલ બેટરીઅાે, સ^કk ટ બાેડ2 ^કડનીને નુકસાન, હાડકાના રાેગાે

jાે>મનેટેડ �લેમ ?રટાડC*્સ �ા�Iક કે6સj ગ, સ^કk ટ બાેડ2 અેKાે�ાઇન ^ડ¸¹ન, બાયાેઅેµુºુલેશન

હેsાવેલે* Uાે>મયમ મેટલ પાટ્2સમાં કાેરાેઝન ?ાેટેtન અેલr2 ક ^રઅેtન, DNA નુકસાન

બે?રfલયમ (Be) કનેLસ2, ~»j �સ ફેફસાના રાેગ, ¦ચાના pવકાર

VDC = (1/2π) ∫0π Vmsinωt d(ωt)

VDC = Vm/π

Iેપ 2: RMS વે�ુ શાેધાે

VRMS = √[(1/2π) ∫02π v²(ωt) d(ωt)]

VRMS = √[(1/2π) ∫0π Vm²sin²ωt d(ωt)]

VRMS = Vm/2

Iેપ 3: AC ક;ાેનz શાેધાે

VAC² = VRMS² - VDC²

VAC² = (Vm/2)² - (Vm/π)²

VAC² = Vm²(1/4 - 1/π²)

Iેપ 4: ^રપલ ફેLર ગણાે

γ = VAC/VDC

γ = √(Vm²(1/4 - 1/π²))/(Vm/π)

γ = π√(1/4 - 1/π²)

γ = 1.21 (હાફ વેવ રે�Lફાયર માટે)

ફુલ વેવ રે,-ફાયર માટે:
સમાન પગલાં અનુસરીને γ = 0.48 મળે છે

મેમરી ટ< ીક: "ROAD" - Ripple is Output's AC Divided by DC component

./ન 5(અ) OR [3 ગુણ]  
ઈ-વેIમાં કયા ઝેરી પદાથાh હાેય છે?

જવાબ:

ઇ-વેIમાં ઝેરી પદાથાh:
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મેમરી ટ< ીક: "LMBCHB" - Lead, Mercury, and Beryllium Cause Harmful Bodily effects

./ન 5(બ) OR [4 ગુણ]  
તમારી અે��કેશન માટે યાે�ય ટ< ા}~Iર પસંદ કરવા માટેના મહnપૂણC પ?રમાણા ેલખાે અન ેકાેઈપણ બે સમAવાે.

જવાબ:

મહnપૂણC ટ< ા}~Iર #સલેxન પેરામીટસC:

મહ�મ કલેLર કરંટ (IC)

મહ�મ કલેLર-ઇ]મટર વાે�ેજ (VCEO)

મહ�મ કલેLર-બેઝ વાે�ેજ (VCBO)

કરંટ ગેઇન (hFE અથવા β)

^d|Zી ^ર¯ાેZ (fT)

પાવર ^ડ6સપેશન (Ptot)

પેકેજ ટાઇપ (TO-3, SMT, વગેરે)

તાપમાન રે¼

મહ�મ કલે-ર કરંટ (IC):

MાNા: નુકસાન pવના કલેLર મારફતે વહી શકે તેવાે મહ�મ કરંટ

મહn: અેi�કેશનની પીક કરંટ જ-^રયાતાેને સે½ી માoજkન સાથે વટાવવા ેPેઈઅે

સામા� વેmુ: ટM ાNOIર ?કાર પર અાધા^રત 100mA થી 100A

અે��કેશન ક�Jડરેશન: મહ�મ જ-રી કરંટ કરતાં 50% વધુ રે^ટjગ પસંદ કરવી

કરંટ ગેઇન (hFE અથવા β):

MાNા: કલેLર કરંટનાે બેઝ કરંટ સાથેનાે ગુણાે�ર

મહn: અે;<લ^ફકેશન �મતા અને જ-રી બેઝ ડM ાઇવ ન�ી કરે છે

સામા� વેmુ: સામા_-હેતુના ટM ાNOIર માટે 20-500

અે��કેશન ક�Jડરેશન: ABoચj ગ માટે, ઉ\ ગેઇન બેઝ કરંટની જ-^રયાત ઘટાડે છે; અે;<લફાયર માટે, અાેપરે^ટjગ રે¼મા ંસુસંગત 
ગેઇન મહ¦પૂણ2 છે

મેમરી ટ< ીક: "GIVE" - Gain and Ic are Very Essential parameters

./ન 5(ક) OR [7 ગુણ]  
રે,-ફાયર કાયCbમતા શું છે? ફુલ વેવ રે,-ફાયરની કાયCbમતા શાેધાે.

જવાબ:

રે,-ફાયર કાયCbમતા: DC અાઉટપુટ પાવરનાે AC ઇનપુટ પાવર સાથેનાે ગુણાે�ર, ટકાવારીમાં Wh.

MાNા:

કાય2�મતા (η) = (PDC/PAC) × 100%
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ઉ\ કાય2�મતા અેટલે AC થી DC માં વધુ સારંુ -પાંતરણ

ફુલ વેવ રે,-ફાયર માટે ડે?રવેશન:

Iેપ 1: DC અાઉટપુટ પાવર ગણાે

IDC = VDC/RL

PDC = IDC² × RL = VDC²/RL

ફુલ વેવ માટે, VDC = 2Vm/π

PDC = (2Vm/π)²/RL = 4Vm²/(π²RL)

Iેપ 2: AC ઇનપુટ પાવર ગણાે

IRMS = VRMS/RL

PAC = IRMS² × RL = VRMS²/RL

સાઇન વેવ માટે, VRMS = Vm/√2

PAC = (Vm/√2)²/RL = Vm²/(2RL)

Iેપ 3: કાય2�મતા ગણાે

η = (PDC/PAC) × 100%

η = [4Vm²/(π²RL)] / [Vm²/(2RL)] × 100%

η = [4/(π²)] × 2 × 100%

η = 8/(π²) × 100%

η = 8/9.87 × 100%

η = 81.2%

ફુલ વેવ રે,-ફાયર કાયCbમતા = 81.2%

તુલના માટે:

હાફ વેવ રે�Lફાયર કાય2�મતા = 40.6%

y�જ રે�Lફાયર કાય2�મતા = 81.2%

મેમરી ટ< ીક: "PIDE" - Power Input Determines Efficiency
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